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(57)【要約】
　誘電厚膜交流エレクトロルミネッセンスディスプレイ
に使用されるチオアルミン酸ベースの蛍光体の動作安定
性を改善する新規な積層体が提供される。この新規な構
造体は、希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミ
ン酸蛍光体薄膜層と、前記蛍光体薄膜層の底部に隣接し
て接触するように提供された酸化マグネシウム層または
酸化マグネシウム含有層とを含む。この発明は、特に蛍
光薄膜層を形成し活性化するために高い処理温度に晒さ
れる誘電厚膜層を使用するエレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイに使用される蛍光体に適用可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミン酸蛍光薄膜層と、
　前記蛍光薄膜層の底部に近接して接触するように設けられた酸化マグネシウム層または
酸化マグネシウム含有層と、
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に近接する誘電厚膜層と、
　を含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子用の蛍光積層体。
【請求項２】
　前記蛍光薄膜層は、ＡＢｘＣ１＋３ｘ／２：ＲＥで表され、
　ここで、Ａは、Ｍｇ、Ｃａ、ＳｒまたはＢａのうちの少なくとも１つであり、
　Ｂは、ＡｌまたはＩｎのうちの少なくとも１つであり、
　Ｃは、ＳまたはＳｅのうちの少なくとも１つであり、
　ｘは、２≦ｘ≦４を満たすことを特徴とする、請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記ＲＥは、Ｅｕ及びＣｅからなる群から選択される１つ又はそれ以上の希土類活性種
である、請求項２に記載の積層体。
【請求項４】
　前記蛍光体は、バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約４．０の間である
チオアルミン酸バリウムである、請求項２または３に記載の積層体。
【請求項５】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約２．２の間である、請求項２
から４の何れか一項に記載の積層体。
【請求項６】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約３．０から約４．０の間である、請求項４
に記載の積層体。
【請求項７】
　前記蛍光体は、バリウムとマグネシウムとの合計に対するマグネシウムの原子濃度の比
が０．００１から０．２であるチオアルミン酸マグネシウムバリウムである、請求項３に
記載の積層体。
【請求項８】
　前記蛍光体は、ＳとＳｅの濃度を合わせた濃度の０．２未満の相対原子濃度の酸素を付
加的に含む、請求項３に記載の積層体。
【請求項９】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、約２０ｎｍから約５０ｎｍ
の厚さを有する、請求項１に記載の積層体。
【請求項１０】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、前記蛍光薄膜構造体に付着
される、請求項１から９の何れか一項に記載の積層体。
【請求項１１】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、真空蒸着法によって堆積さ
れる、請求項１から１０の何れか一項に記載の積層体。
【請求項１２】
　前記真空蒸着法は、スパッタリングである、請求項１１に記載の積層体。
【請求項１３】
　酸化マグネシウムターゲットがスパッタリングで使用される、請求項１２に記載の積層
体。
【請求項１４】
　スパッタリングが低圧酸素含有雰囲気で行われる、請求項１２に記載の積層体。
【請求項１５】
　スパッタリングが低圧アルゴン雰囲気で行われる、請求項１２に記載の積層体。
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【請求項１６】
　前記誘電厚膜層は、マグネシウムニオブ酸鉛（ＰＭＮ）またはマグネシウムニオブ酸チ
タン酸鉛（ＰＭＮ－ＰＴ）の底部層と、平滑化層としてのチタン酸ジルコン酸鉛の上部層
とを含む、請求項１から１５の何れか一項に記載の積層体。
【請求項１７】
　前記平滑化層の上部にチタン酸バリウムの層が備えられる、請求項１６に記載の積層体
。
【請求項１８】
　アルミナ及びタンタル酸バリウムの層が、前記チタン酸バリウムの層の上に備えられ、
前記タンタル酸バリウムは、前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に隣
接される、請求項１７に記載の積層体。
【請求項１９】
　前記チタン酸バリウムの層は、約７０ｎｍから約２００ｎｍの厚さを有する、請求項１
７に記載の積層体。
【請求項２０】
　前記タンタル酸バリウムの層は、約３０ｎｍから約７０ｎｍの厚さを有する、請求項１
８に記載の積層体。
【請求項２１】
　アルミナ、窒化アルミニウム及び窒化シリコンからなる群から選択される層が、前記蛍
光層に接触しない前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の表面に接触し
て備えられる、請求項１から２０の何れか一項に記載の積層体。
【請求項２２】
　第２の酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層が、前記蛍光膜の上部に備え
られる、請求項１から２１の何れか一項に記載の積層体。
【請求項２３】
　希土類で活性化されたチオアルミン酸バリウム蛍光薄膜層と、
　前記蛍光薄膜層の底部に隣接して接触するように設けられた酸化マグネシウム層または
酸化マグネシウム含有層と、
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に近接する誘電厚膜層と、
　を含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子用の蛍光積層体。
【請求項２４】
　チオアルミン酸蛍光体と、
　前記蛍光体の底部表面に隣接する酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層と
、
　前記酸化マグネシウムまたは酸化マグネシウム含有層の前記層に近接する誘電厚膜層と
、
　を含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２５】
　前記蛍光薄膜層は、ＡＢｘＣ１＋３ｘ／２：ＲＥで表され、
　ここで、Ａは、Ｍｇ、Ｃａ、ＳｒまたはＢａのうちの少なくとも１つであり、
　Ｂは、ＡｌまたはＩｎのうちの少なくとも１つであり、
　Ｃは、ＳまたはＳｅのうちの少なくとも１つであり、
　ｘは、２≦ｘ≦４を満たすことを特徴とする、請求項２４に記載の素子。
【請求項２６】
　前記ＲＥは、Ｅｕ及びＣｅからなる群から選択される１つ又はそれ以上の希土類活性種
である、請求項２５に記載の素子。
【請求項２７】
　前記蛍光体は、バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約４．０の間である
チオアルミン酸バリウムである、請求項２６に記載の素子。
【請求項２８】
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　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約２．２の間である、請求項２
６に記載の素子。
【請求項２９】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約３．０から約４．０の間である、請求項２
６に記載の素子。
【請求項３０】
　前記蛍光体は、バリウムとマグネシウムとの合計に対するマグネシウムの原子濃度の比
が０．００１から０．２であるチオアルミン酸マグネシウムバリウムである、請求項２６
に記載の素子。
【請求項３１】
　前記蛍光体は、結合されたＳとＳｅの濃度の０．２未満の相対原子濃度の酸素を付加的
に含む、請求項２４に記載の素子。
【請求項３２】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、約２０ｎｍから約５０ｎｍ
の厚さを有する、請求項２４から３１の何れか一項に記載の素子。
【請求項３３】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、前記蛍光薄膜構造体に付着
される、請求項２４から３２の何れか一項に記載の素子。
【請求項３４】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、真空蒸着法によって堆積さ
れる、請求項２４から３３の何れか一項に記載の素子。
【請求項３５】
　前記真空蒸着法は、スパッタリングである、請求項３４に記載の素子。
【請求項３６】
　酸化マグネシウムターゲットがスパッタリングで使用される、請求項３５に記載の素子
。
【請求項３７】
　スパッタリングが低圧酸素含有雰囲気で行われる、請求項３６に記載の素子。
【請求項３８】
　スパッタリングが低圧アルゴン雰囲気で行われる、請求項３６に記載の素子。
【請求項３９】
　前記誘電厚膜層は、マグネシウムニオブ酸鉛（ＰＭＮ）またはマグネシウムニオブ酸チ
タン酸鉛（ＰＭＮ－ＰＴ）の底部層と、平滑化層としてのチタン酸ジルコン酸鉛の上部層
とを含む、請求項２４から３８の何れか一項に記載の素子。
【請求項４０】
　前記平滑化層の上部にチタン酸バリウムの層が備えられる、請求項３９に記載の素子。
【請求項４１】
　アルミナ及びタンタル酸バリウムの層が、前記チタン酸バリウムの層の上に備えられ、
前記タンタル酸バリウムは、前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に隣
接される、請求項４０に記載の素子。
【請求項４２】
　前記チタン酸バリウムの層は、約７０ｎｍから約２００ｎｍの厚さを有する、請求項４
０に記載の素子。
【請求項４３】
　前記タンタル酸バリウムの層は、約３０ｎｍから約７０ｎｍの厚さを有する、請求項４
１に記載の素子。
【請求項４４】
　アルミナ、窒化アルミニウム及び窒化シリコンからなる群から選択される層が、前記蛍
光層に接触しない前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の表面に接触し
て備えられる、請求項２４に記載の素子。
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【請求項４５】
　第２の酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層が、前記蛍光膜の上部に備え
られる、請求項２４に記載の素子。
【請求項４６】
　誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子における、希土類活性種がドーピングされたア
ルカリ土類チオアルミン酸蛍光体の輝度及び動作寿命を改善する方法であって、前記素子
内に請求項１から２３の何れか一項に記載の積層体を提供することを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高誘電定数を有する誘電厚膜層を使用するフルカラー交流エレクトロルミネ
ッセンスディスプレイに使用される蛍光体の輝度及び動作安定性を改善することを対象と
する。より詳細には、本発明は、蛍光体の劣化を防止するための蛍光体層に接触する酸化
マグネシウム含有層を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　誘電厚膜構造体は、米国特許第５，４３２，０１５号に示されるように、薄膜エレクト
ロルミネッセンス（ＴＦＥＬ）ディスプレイと比較して低下した動作電圧に加えて、絶縁
破壊に対する優れた耐性を提供する。この誘電厚膜構造体は、ＴＦＥＬディスプレイで実
現されるものよりも大きな光度を提供するために蛍光体に注入することができる電荷の量
も高める。フルカラーの誘電厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイは、例えば本出
願人の継続中の国際特許出願ＷＯ２００４／０３６９６１に記載されている。これらのデ
ィスプレイは、青色の副画素を直接照射するための高輝度の青色蛍光体材料と、赤色及び
緑色の副画素において青色光を赤色光及び緑色光に変換するための色変換材料を使用する
。誘電厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイに使用される好ましい青色蛍光体材料
は、ユーロピウムで活性化されたチオアルミン酸バリウムである。
【０００３】
　厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイは、陰極線管（ＣＲＴ）ベースのディスプ
レイの光度とカラースペクトルに完全に適合する。しかしながら、この動作安定性は、依
然としてＣＲＴで提供されるものに及ばない。
【０００４】
　酸化マグネシウム層は、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイを周囲の湿気から
保護するために有機エレクトロルミネッセンスディスプレイに使用されており、酸化マグ
ネシウム層は、米国特許第４，４２９，３０３号、４，５４７，７０２号、４，８４９，
６７４号、５，３１９，２８２号、５，４６６，９９０号、５，１９０，３３３号、６，
０８７，７６６号、６，０２３，２５８号、６，１１１，３５３号、６，２０７，３０２
号、６，１４７，４５６号、６，４１４，４４２号、及び、米国特許出願２００３／００
７３０４２号及び２００４／０１５９９０３号に記載されたディスプレイなどの薄膜構造
体において使用されている。しかしながら、酸化マグネシウム層は、無機蛍光体薄膜と、
近接する誘電層、特に、化学的に複雑であり、ディスプレイ製造及び後続のディスプレイ
動作中に近接する蛍光体層と反応する傾向を有する誘電厚膜層との間の化学的な分離を提
供する無機エレクトロルミネッセンスディスプレイにおける使用において報告されていな
い。
【０００５】
　アルミナ層は、誘電厚膜層と蛍光体層との間の化学的な分離の測定を提供するために使
用されているが、それらの有効性は、この蛍光体が蒸着よりもスパッタリングによって堆
積される場合に低下する。蛍光体スパッタリング法は、誘電薄膜層の劣化をもたらすかも
しれないエネルギーイオンによる衝撃に下層の誘電薄膜層を晒すかもしれない。酸化マグ
ネシウムは、カラープラズマディスプレイで使用される蛍光体薄膜を被覆するために使用
されており、蛍光体材料を紫外線放出画素プラズマの厳しい環境から保護している。
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【特許文献１】米国特許第４，４２９，３０３号明細書
【特許文献２】米国特許第４，５４７，７０２号明細書
【特許文献３】米国特許第４，８４９，６７４号明細書
【特許文献４】米国特許第５，３１９，２８２号明細書
【特許文献５】米国特許第５，４６６，９９０号明細書
【特許文献６】米国特許第５，１９０，３３３号明細書
【特許文献７】米国特許第６，０８７，７６６号明細書
【特許文献８】米国特許第６，０２３，２５８号明細書
【特許文献９】米国特許第６，１１１，３５３号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，２０７，３０２号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，１４７，４５６号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，４１４，４４２号明細書
【特許文献１３】米国特許出願公開第２００３／００７３０４２号明細書
【特許文献１４】米国特許出願公開第２００４／０１５９９０３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　誘電厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイの中に備えられる蛍光体の輝度をさら
に改善し、最小の劣化でそれらの動作寿命を延長する誘電厚膜エレクトロルミネッセンス
ディスプレイに対するさらなる改善を提供する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、希土類の活性化種がドーピングされたアルカリ土類チオアルミン酸薄膜蛍光
体に対する改善された動作寿命を提供する。この改善された動作寿命は、蛍光体の底部に
直接接触する酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層を提供することによって
達成される。従って、酸化マグネシウム障壁層または酸化マグネシウム含有障壁層は、酸
化マグネシウム障壁層または酸化マグネシウム含有障壁層が蛍光体層に接触するようにデ
ィスプレイの誘電厚膜構造体と蛍光体層との間に位置する。本発明の他の態様においては
、第２の酸化マグネシウム障壁層または酸化マグネシウム含有障壁層は、エレクトロルミ
ネッセンスディスプレイに使用される上部電極に近接する蛍光体の上部に隣接して提供さ
れてもよい。
【０００８】
　本発明の酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、蛍光体材料の輝度の低
下をもたらす化学種に対する障壁として作用する。
【０００９】
　本発明のある態様において、酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、限
定されないが、バリウム、アルミニウム及びそれらの混合物から選択される追加の元素を
含む。
【００１０】
　本発明のある態様によれば、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子用の改善された蛍
光構造体が提供され、前記構造体は、希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミン酸
蛍光薄膜層と、前記蛍光薄膜層の底部に隣接して提供される酸化マグネシウム層または酸
化マグネシウム含有層と、を含む。
【００１１】
　本発明のある態様によれば、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子内に改善された蛍
光構造体が提供され、前記構造体は、希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミン酸
蛍光薄膜層と、前記蛍光薄膜層の底部に隣接して提供される酸化マグネシウム層または酸
化マグネシウム含有層と、を含む。
【００１２】
　本発明の他の態様は、誘電厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイに使用される蛍
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光積層体であって、前記積層体は、（ａ）希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミ
ン酸蛍光薄膜層と、（ｂ）前記蛍光薄膜層の底部に隣接して接触するように設けられた酸
化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層と、（ｃ）前記酸化マグネシウム層また
は酸化マグネシウム含有層の下部表面に近接する誘電厚膜層と、を含む。
【００１３】
　本発明の他の態様は、誘電厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイ内の蛍光積層体
であって、前記積層体は、（ａ）希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミン酸蛍光
薄膜層と、（ｂ）前記蛍光薄膜層の底部に隣接して接触するように設けられた酸化マグネ
シウム層または酸化マグネシウム含有層と、（ｃ）前記酸化マグネシウム層または酸化マ
グネシウム含有層の下部表面に近接する誘電厚膜層と、を含む。
【００１４】
　ある態様において、前記蛍光積層体は、前記（ｂ）と（ｃ）との間にチタン酸バリウム
層をさらに含んでもよい。本発明のさらなる態様においては、窒化シリコン層、窒化アル
ミニウム層及び／又はアルミナ層は、前記蛍光体層と接触しない前記酸化マグネシウム層
または酸化マグネシウム含有層の表面に隣接して接触するように提供することができる。
さらなる他の態様において、前記蛍光積層体は、前記チタン酸バリウム層と酸化アルミニ
ウム層との間にタンタル酸バリウム層をさらに含む。
【００１５】
　本発明のさらなる態様は、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子用の蛍光積層体であ
って、前記蛍光積層体は、希土類で活性化されたチオアルミン酸バリウム蛍光薄膜層と、
前記蛍光薄膜層の底部に隣接して接触するように設けられた酸化マグネシウム層または酸
化マグネシウム含有層と、前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に近接
する誘電厚膜層と、を含む。
【００１６】
　本発明のさらなる態様によれば、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子、ユーロピウ
ムで活性化されたチオアルミン酸バリウム蛍光体と、前記蛍光体の底部表面に隣接する酸
化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層と、前記酸化マグネシウム層と酸化マグ
ネシウム含有層に近接する厚膜誘電層と、を含む。
【００１７】
　本発明のさらなる態様によれば、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子は、式ＡＢｘ

Ｃ１＋３ｘ／２：ＲＥで表されるチオアルミン酸蛍光体層であって、Ａが、Ｍｇ、Ｃａ、
ＳｒまたはＢａのうちの少なくとも１つであり、Ｂが、ＡｌまたはＩｎのうちの少なくと
も１つであり、Ｃは、ＳまたはＳｅのうちの少なくとも１つであり、ｘが、２≦ｘ≦４を
満たし、ＲＥがセリウム及びユーロピウムであるところのチオアルミン酸蛍光体層と、前
記蛍光体の底部表面に隣接して設けられる酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含
有層と、を含む。
【００１８】
　本発明のさらなる態様によれば、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子は、硬い熱抵
抗基板と、前記基板の上部表面に近接する電極層と、前記電極層に近接する誘電厚膜層と
、前記誘電厚膜層に近接する酸化マグネシウムを含有する層または酸化マグネシウムから
なる層と、前記酸化マグネシウムを含有する層または酸化マグネシウムからなる層と直接
接触する蛍光体層と、を含む。
【００１９】
　さらなる態様において、前記素子は、前記誘電厚膜層に近接する任意のチタン酸バリウ
ム層を含んでもよい。さらなる態様においては、前記素子は、前記蛍光体層に接触しない
前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の表面に隣接して接触する窒化シ
リコン層、窒化アルミニウム層及び／又はアルミナ層を含んでもよい。他の態様において
、前記素子は、前記窒化アルミニウム層及び／又はアルミナ層と前記チタン酸バリウム層
との間にタンタル酸バリウム層をさらに含んでもよい。
【００２０】
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　本発明の他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明から明らかになるだろう。しかしなが
ら、本発明の精神及び範囲内での種々の変更または修正が詳細な説明から当業者に明らか
になるので、詳細な説明及び特定の実験例が、本発明の実施形態が例示の目的でのみ与え
られたものであることを示すことは理解されなければならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明は、以下に記載の詳細な説明と添付の図面から完全に理解されるだろう。これら
は、本発明が対象とする範囲を限定するものではなく、単に例示のために与えられるもの
である。
【００２２】
　本発明は、薄膜のチオアルミン酸ベースの蛍光体層であり、この蛍光薄膜層は、酸化マ
グネシウム層または酸化マグネシウム含有層に隣接している。そのようなものとして、酸
化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、蛍光薄膜層と誘電層との間に位置す
る。
【００２３】
　本発明の態様においては、薄膜のチオアルミン酸ベースの蛍光体層は、誘電厚膜エレク
トロルミネッセンス素子（ディスプレイ）で使用され、または誘電厚膜エレクトロルミネ
ッセンス素子（ディスプレイ）に備えられる。そのようなものとして、酸化マグネシウム
層または酸化マグネシウム含有層は、蛍光薄膜層と誘電厚膜層との間に位置する。
【００２４】
　図１は、全体的に参照符号１０によって表されるこのような素子の一実施形態の断面の
概略図を示す。この素子１０は、この構造体内に基板１２、下部電極１４を形成するため
の導電性膜層、誘電厚膜層１６、酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層１８
、蛍光薄膜層２０、上部電極を形成するための、光学的に透過性で導電性である、通常窒
化アルミニウムからなる上部誘電薄膜層２３を連続して有する基本構造体を有する。この
下部電極１４は、通常金または銀であり、この上部電極２２は、透過性の導電層であり、
一般的にはインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）などの酸化物である。誘電厚膜層１６、酸化
マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層１８、蛍光薄膜層２０及び上部誘電薄膜層
２３のこの組み合わせは、蛍光積層体と呼ぶこともできる。
【００２５】
　この酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層１８は、約２０ｎｍから約５０
ｎｍ（当業者に理解されるように、２１ｎｍから４９ｎｍ、２５ｎｍから４５ｎｍなどの
あらゆる範囲）の厚さで提供されてもよく、それが、蛍光薄膜層２０と誘電厚膜層１６と
の間に位置するように、この蛍光薄膜層２０の下部に隣接または直接接触されるべきであ
る。この層は、実質的に酸化マグネシウムでありえ、または、ある態様においては、他の
元素、例えば近接する蛍光膜または他の近接層に存在する元素を含むこともあり得る。こ
のようなものとして、酸化マグネシウム含有層内に存在する追加の元素は、限定されない
が、例えばバリウム、アルミニウム及びそれらの混合物である。
【００２６】
　酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に接触する層の材料組成の注意深い
選択によって、絶縁破壊、及び、近接層と酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含
有層との化学反応または電気化学反応が防止される。この選択は、それが提案された近接
薄膜層に接触するようにマグネシウムまたは酸化マグネシウム含有層を薄膜積層体に取り
入れ、ディスプレイ素子を組み立てるための処理条件下でその積層体を提供し、次いで、
動作中に素子内で予想される条件下でこの積層体の安定性を決定するために適切な電圧波
形をこの素子に印加することによって行うことができる。このような決定は、絶縁耐力特
性解析及び電気化学特性解析の測定における当業者によって容易に行われる。
【００２７】
　酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層１８は、蛍光薄膜層２０を堆積し、
焼き鈍しするために使用される工程に適合性のあるあらゆる適切な真空蒸着法を用いて堆
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積することができる。ある態様において、この方法は、低圧アルゴンスパッタリング雰囲
気を使用した酸化マグネシウムターゲットを用いたスパッタリングまたは低圧酸素含有雰
囲気内で行われるマグネシウムターゲットの反応性スパッタリングであり得る。
【００２８】
　酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の機能の一部は、素子の動作中に、
蛍光体材料と反応し、性能の劣化を引き起こすかも知れない酸素または水が蛍光体材料内
に移動することを最小化することである。蛍光体劣化は、蛍光体材料の少なくとも一部の
化学組成を変化させる、蛍光体材料との酸素または水の反応を伴うかも知れない。酸化マ
グネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、この素子の誘電厚膜構造体内から生来す
る酸素または水に対する障壁層として作用することによって、これらの反応の速度を減少
させるかもしれない。この酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、それが
、その安定性を改善するために好ましい方式で堆積される場合、または、それが、蛍光層
内の圧力を最小化するための誘電構造体と蛍光層との間の圧力緩和層として作用する場合
に、蛍光体層の結晶粒子を核とするために役立つかも知れない。それは、蛍光体層にわた
る電位と蛍光体層にわたる電流がある場合に、動作中に蛍光体界面で電気化学的な反応を
抑制するように作用するかも知れない。
【００２９】
　さらに、酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、蛍光体堆積中または後
続の蛍光体加熱処理中に、特にスパッタリングによって堆積される蛍光体膜を使用する場
合には、蛍光体層とその下の誘電構造体との間の化学反応を最小化するように作用するか
も知れない。蛍光体膜のスパッタリングは、大面積のディスプレイ基板に対する改善され
た厚さ及び化学組成の均一性を容易にするための能力のために、電子ビーム法または熱蒸
着法に比べて製造において有利であるが、これらの利点は、蛍光体堆積処理中のディスプ
レイ基板の増加する反応性の費用において実感される。基板の反応性は、誘電厚膜エレク
トロルミネッセンスディスプレイに対する懸念事項である。それは、誘電厚膜層に使用さ
れる高誘電定数の材料が、硫化物蛍光膜を堆積するために一般的に使用される低圧硫化水
素含有雰囲気で反応的であり、特にチオアルミン酸バリウム化合物などに基づく材料が、
米国特許出願２００４／００９０４０２（参照することによって完全に含まれる）などの
フルカラーエレクトロルミネッセンスディスプレイにおいて主要な青色のエレクトロルミ
ネッセンス放射を提供するために使用されるからである。誘電厚膜層に使用される高誘電
定数の材料は、高温において、特に硫化水素が存在する雰囲気で、特にスパッタリングで
一般的に使用されるような低圧雰囲気のような化学的に減圧された状態で酸素を失う傾向
にあるペロブスカイト構造の酸化物を含む。酸素のこの消失は、この材料の金属原子から
のダングリングボンドの存在のために、後続の処理段階及び素子動作中に、誘電材料の結
晶構造を変化させ、その誘電定数の減少をもたらし、化学的安定性を増加させる。このス
パッタリング中に、堆積基板は、高温の結果によるものと同様の方式で誘電材料に酸素損
失をもたらす、高エネルギーの原子とスパッタリングプラズマから生成するイオンとによ
って衝撃を受ける。理論に反しない限り、この現象は、蒸着された蛍光体膜を有する同様
の素子におけるものに比べて、スパッタリングされた蛍光体膜を有するエレクトロルミネ
ッセンス素子の寿命試験中に観察された低い輝度安定性に関与するかも知れない。繰り返
しになるが、理論に反しない限り、蛍光体層と下層のペロブスカイト含有誘電材料との間
に酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層を挿入することは、後続の処理工程
及び素子動作中に、ペロブスカイト構造物の材料からの酸素の損失を減少させ、それらの
誘電定数の低下を最小化または防止し、化学的または電気化学的なそれらの安定性を増加
させる。
【００３０】
　酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に関連する、本発明に使用されるチ
オアルミン酸蛍光体は、ＡＢｘＣ１＋３ｘ／２：ＲＥの形態であり、ここで、“Ａ”は、
Ｍｇ、Ｃａ、ＳｒまたはＢａのうちの１つ又はそれ以上であり、“Ｂ”は、ＡｌまたはＩ
ｎのうちの少なくとも１つであり、“Ｃ”は、ＳまたはＳｅのうちの少なくとも１つであ
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り、それは、ＳとＳｅの濃度を合わせた濃度の０．２未満である相対原子濃度の酸素を含
んでもよい。“ＲＥ”は、所望の光スペクトルを生成する１つ又はそれ以上の希土類活性
種であり、ある態様ではＥｕまたはＣｅから選択される。“ｘ”における値は、２≦ｘ≦
４になるように選択される。ある態様における蛍光体膜は、ユーロピウムで活性化された
チオアルミン酸バリウムからなる群から選択され、ここで、バリウムに対するアルミニウ
ムの比は、約２．０から２．５の間であり、ある態様では約２．０から２．２である。他
の好ましい態様では、バリウムに対するアルミニウムの比は２．５から４．０であり、あ
る態様では３．０から４．０である。さらなる態様では、この蛍光体組成物は、マグネシ
ウムとバリウムの合計に対するマグネシウムの原子濃度の比が約０．００１から約０．２
であるマグネシウムをさらに含む。本発明のある態様では、この蛍光体は、ユーロピウム
で活性化されたＢａＡｌ２Ｓ４である。
【００３１】
　本発明は、特に誘電厚膜エレクトロルミネッセンスディスプレイの使用に好ましく、こ
こで、この誘電厚膜構造体は、米国特許第５，４３２，０１５号及び国際特許出願ＷＯ０
０／７０９１７、ＷＯ０３／０５６８７９（これらの開示は、参照することによってここ
に含まれる）に教示されるチタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）の平滑化層を有する厚膜層が
焼結されたマグネシウムニオブ酸鉛またはマグネシウムニオブ酸チタン酸鉛（ＰＭＮ、Ｐ
ＭＮ－ＰＴ）を含む。
【００３２】
　本発明の第１実施形態では、図１に示されるが、酸化マグネシウム層または酸化マグネ
シウム含有層１８は、蛍光体層２０の底部側に隣接してディスプレイ１０内に提供される
。
【００３３】
　本発明のさらなる実施形態が図２に示されており、ここで、チタン酸バリウム層２４が
、誘電厚膜層１６と酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層１８との間に備え
られる。チタン酸バリウム層は、約７０から２００ｎｍｎ厚さを有し、ある態様では約１
００から１７０ｎｍの厚さを有してもよい。チタン酸バリウムの厚さが７０から２００ｎ
ｍの間のあらゆる範囲であり得ることは、当業者には理解されるだろう。
【００３４】
　本発明のさらなる実施形態が図３に示されており、ここで、タンタル酸バリウム層２６
が、チタン酸バリウム層２４と酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層１８と
の間に備えられる。このタンタル酸バリウム層２６は、約３０から７０ｎｍの範囲の厚さ
を有する。この実施形態では、アルミナ層２７は、タンタル酸バリウムと酸化マグネシウ
ム層または酸化マグネシウム含有層との間に備えられる。
【００３５】
　本発明のさらなる実施形態が図４に示されており、ここで、第２の酸化マグネシウム層
または酸化マグネシウム含有層２８が、蛍光体膜２０と上部誘電薄膜層２３との間に位置
する。この第２の層２８が本質的に第１の層１８と同様であることを当業者は理解するだ
ろう。
【００３６】
　本発明のさらなる実施形態が図５に示されており、ここで、アルミナ、窒化アルミニウ
ム及び窒化シリコン層３０から選択される層が、蛍光体膜に対向する少なくとも１つの酸
化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の表面と接触するように備えられる。こ
の方式で、この素子１０は、アルミナ、窒化アルミニウム及び／又は窒化シリコンの１つ
又は２つの層３０を含んでもよい。タンタル酸バリウム層２６は、チタン酸バリウム層２
４と、アルミナ層、窒化アルミニウム層及び窒化シリコン層３０との間に備えられてもよ
い。
【００３７】
　この素子が、図面に示され、ここに説明された実施形態のあらゆる組み合わせを含む、
ここに記載された実施形態の何れによっても製造することができることを当業者は理解す
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るだろう。例えば、図１に示される素子は、チタン酸バリウム層２４、アルミナ層、窒化
アルミニウム層または窒化シリコン層３０及び酸化マグネシウムを含んだりそれ自体であ
ったりする第２の層２８を含んで製造することができる。
【００３８】
　本発明は、希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミン酸蛍光体材料、特にユーロ
ピウムで活性化されたチオアルミン酸バリウムを含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス
ディスプレイの動作寿命を改善することを特に対象としている。これらの蛍光体を安定化
させるための詳細なメカニズムが不明であるが、酸素または水が蛍光体と反応することを
防止することは、希土類活性化種がホストのチオアルミン酸化合物の結晶格子内に溶解し
たままであることを保証するかも知れない。酸素または水との蛍光体の反応は、蛍光体か
らの酸化アルミニウムまたは水酸化アルミニウムの析出を引き起こすかもしれず、残って
いる材料がバリウムリッチになることを引き起こすかもしれない。蛍光体膜の特定の結晶
構造の安定化は、化学量論比からの結晶構造内の元素の比のマイナーな偏差に依存するか
もしれず、それは、逆に処理雰囲気または下層の誘電構造体から生じるかもしれない酸素
または水にその材料を晒すことによって影響を受ける。
【００３９】
　本発明の範囲には、本発明の酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層を堆積
するために使用される方法も含まれる。それは、低圧酸素含有雰囲気で行われるこれらの
材料の堆積処理にまで拡張される。本発明の層を堆積する前に、それは、減少した金属種
が存在しないことを保証することによって、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス層を安定
化するために誘電厚膜エレクトロルミネッセンス層を完全に飽和することが望ましいかも
しれない。酸化マグネシウムを堆積するための処理の例は、不活性雰囲気下での酸化マグ
ネシウムターゲットからのスパッタリングまたは酸素含有雰囲気下でのマグネシウム金属
の反応性スパッタリングである。
【００４０】
　以下の例は、本発明の好ましい実施形態のいくつかを説明するために提供されるもので
あり、これらの範囲にされるものではない。
【００４１】
（実験例１）
　この実験例は、従来の素子の性能及び動作安定性を示すためのものです。ユーロピウム
で活性化されたチオアルミン酸バリウムを含む薄膜蛍光体層を有する誘電厚膜エレクトロ
ルミネッセンス素子を製造した。この厚膜基板は、０．１ｃｍの厚さを有する５ｃｍ×５
ｃｍのガラスからなる。２０００年５月１２日に出願された本出願人の継続中の国際特許
出願ＷＯ００／７０９１７に示された方法によって、この基板上に金電極を堆積し、マグ
ネシウムニオブ酸タンタル酸鉛の高誘電定数の誘電厚膜層及びＰＺＴ活性化層を堆積した
。約１７０ナノメートルの厚さを有するチタン酸バリウムからなる誘電薄膜層を、米国特
許第６，５８９，６７４号に示された方法（その記載は、参照することによってここに完
全に含まれる）によって堆積した。５０ナノメートルの厚さを有するタンタル酸バリウム
からなる第２の薄膜層をチタン酸バリウム層の上部にスパッタリングによって堆積した。
２５ナノメートルの厚さを有するスパッタリングされたアルミナからなる第３の薄膜層を
タンタル酸バリウム層に堆積した。米国特許出願の方法によって、バリウムに対して約３
原子％のユーロピウムで活性化された４００ナノメートルのチオアルミン酸バリウム蛍光
厚膜からなる蛍光体層を電子ビーム蒸着によってアルミナ層に堆積した。この蛍光体は、
エネルギー分散型Ｘ線解析（ＥＤＸ）によって測定すると、約３．３のバリウムに対する
アルミニウムの原子比を有していた。堆積に続いて、この堆積された蛍光体を、第１に空
気中で約６１０℃の温度で約４０分間、次いで窒素中で約７２０℃の温度で３０分間ベル
ト炉で焼き鈍した。次いで、その開示が参照することによってここに完全に含まれる米国
特許出願２００４／０１７０８６４号に示される方法によって、５０ナノメートルの厚さ
の窒化アルミニウム層をスパッタリング堆積した。最後に、インジウムスズ酸化物膜を堆
積し、この素子上に第２電極を形成した。
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【００４２】
　この素子を、３０マイクロ秒のパルス幅と光学閾値電圧に関して６０ボルトの振幅とを
有する２４０Ｈｚの交流極性方形波電圧波形を印加することによって試験した。図６（白
抜きの丸印）は、この素子における動作時間を関数とする輝度を示す。このデータから分
かるように、初期輝度は、約１６９カンデラ／ｍ２であったが、最初の２０時間の間に非
常に速く減少し、７４カンデラ／ｍ２になった。
【００４３】
（実験例２）
　この実験例は、本発明の利点を示すためのものである。３７ナノメートルの厚い酸化マ
グネシウム層が蛍光体の堆積の前にアルミナ層の上部にスパッタリング堆積されたことを
除いては、実験例１と同様に素子が製造された。実験例１の素子と同一の条件で試験され
たこの素子における輝度データは、図６（黒ダイヤ）に示されており、１７３カンデラ／
ｍ２の初期輝度を示し、それに続く輝度損失の遅い速度を示す。１１００時間の動作後の
輝度は、依然として約８７カンデラ／ｍ２であった。
【００４４】
（実験例３）
　この実験例は、様々な蛍光体組成を有するエレクトロルミネッセンス素子における動作
安定性を改善するための本発明の利点を示すためのものである。図７は、それが、バリウ
ムに対して約６原子％のユーロピウムのユーロピウム濃度を有する蛍光体組成（白抜きの
丸印）を有したことを除いては、実験例２と同様の素子における動作時間を関数とする輝
度を示す。図７は、アルミナ層と蛍光体層との間に３７ナノメートルの厚い酸化マグネシ
ウム層を有する同様の素子にける動作時間を関数とする輝度も示す。これらの２つの素子
の初期輝度は、１００カンデラ／ｍ２で非常に類似していた。酸化マグネシウムがない素
子の輝度は、５７０時間の動作後に４８カンデラ／ｍ２まで降下し、酸化マグネシウム層
を有する他の素子の輝度は、１４００時間の動作後に依然として約８０カンデラ／ｍ２で
あった。
【００４５】
（実験例４）
　この実験例は、酸化マグネシウム層に接触する様々な誘電材料を有する単純化した素子
構造体において本発明の酸化マグネシウム層の効果を示すためのものである。アルミナ層
またはアルミナ層及びタンタル酸バリウム層の両方がこの素子の構造体から省略されたこ
とを除いては、実験例２及び３と同様の素子が製造された。図８において、アルミナ層が
ないこの素子における輝度データは、白抜きの丸印で示され、アルミナ及び層及びタンタ
ル酸バリウム層がない素子における輝度データは、黒塗りのダイヤで示された。このデー
タから分かるように、後者の素子において輝度は非常にゆっくり減少し、アルミナ層を酸
化マグネシウム層に単に置換することによって最適な結果が生じないことを示す。この素
子における輝度損失の速度は、実験例１の従来の素子のものと同様である。この結果は、
酸化マグネシウム層と化学的に適合性のある他の層の間に酸化マグネシウム層を配置する
ことの必要性を示すものである。
【００４６】
　図９は、誘電厚膜構造体と蛍光体層との間にチタン酸バリウム層、タンタル酸バリウム
層及びアルミナ層がない非常に単純な構造体の安定性の比較を示す。黒塗りの丸印は、誘
電厚膜構造体のＰＺＴ平滑化層に直接堆積された酸化マグネシウム層を有する素子におけ
る動作時間を関数とする輝度を表し、比較として、白抜きの丸印は、実験例１の従来の素
子における動作時間を関数とする輝度を表す。両方の素子における初期輝度は約１７５カ
ンデラ／ｍ２であり、従来の素子における輝度は、１２８０時間の動作後に８５カンデラ
／ｍ２まで減少し、一方、ＰＺＴ平滑化層の上部に直接堆積された酸化マグネシウム層を
有する単純化された素子における輝度は、１３００時間の継続動作後に依然として約１４
０カンデラ／ｍ２であった。これらの結果は、ＭｇＯが、それと化学的に適合性のある層
と接触して使用されると、素子性能を安定化させるために有用であることを示す。
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の酸化マグネシウム層の位置を示す、誘電厚膜エレクトロルミネッセンス
素子の断面の概略断面図を示す。
【図２】図１の素子のさらなる実施形態を示す。
【図３】図１の素子のさらなる実施形態を示す。
【図４】図１の素子のさらなる実施形態を示す。
【図５】図１の素子のさらなる実施形態を示す。
【図６】チオアルミン酸バリウム蛍光体を有する２つのエレクトロルミネッセンス素子に
おける動作時間を関数とする輝度を表すグラフを示し、一方は、本発明による酸化マグネ
シウム層を有するものであり、他方は、酸化マグネシウム層を有しないものである。
【図７】増加したユーロピウム含有量を有するチオアルミン酸バリウム蛍光体を有する２
つのエレクトロルミネッセンス素子における動作時間を関数とする輝度を表すグラフであ
り、一方は、本発明による酸化マグネシウム層を有するものであり、他方は、酸化マグネ
シウム層を有しないものである。
【図８】チオアルミン酸バリウム蛍光体を有し、本発明による様々な組み合わせの酸化マ
グネシウム層を有するエレクトロルミネッセンス素子における動作時間を関数とする輝度
を表すグラフである。
【図９】２つのエレクトロルミネッセンス素子における動作時間を関数とする輝度を表す
グラフであり、一方は、チオアルミン酸蛍光体と、誘電厚膜層のＰＺＴ平滑化層と蛍光膜
との間の酸化マグネシウム層のみを有し、他方は、従来の構造体を有するものである。
【符号の説明】
【００４８】
　１２　基板
　１４　下部電極
　１６　誘電厚膜層
　１８　酸化マグネシウム含有層
　２０　蛍光体層
　２２　上部電極
　２３　上部誘電薄膜層
　２４　チタン酸バリウム層
　２６　タンタル酸バリウム層
　２７　アルミナ層
　２８　酸化マグネシウム含有層
　３０　アルミナ層、窒化アルミニウム層、窒化シリコン層
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月27日(2007.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希土類で活性化された蛍光薄膜層と、
　前記蛍光薄膜層の底部に隣接して接触するように設けられた酸化マグネシウム層または
酸化マグネシウム含有層と、
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に近接する誘電厚膜層と、
　を含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子用の蛍光積層体。
【請求項２】
　前記蛍光薄膜層は、ＡＢｘＣ１＋３ｘ／２：ＲＥで表され、
　ここで、Ａは、Ｍｇ、Ｃａ、ＳｒまたはＢａのうちの少なくとも１つであり、
　Ｂは、ＡｌまたはＩｎのうちの少なくとも１つであり、
　Ｃは、ＳまたはＳｅのうちの少なくとも１つであり、
　ｘは、２≦ｘ≦４を満たすことを特徴とする、請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記ＲＥは、Ｅｕ及びＣｅからなる群から選択される１つ又はそれ以上の希土類活性種
である、請求項２に記載の積層体。
【請求項４】
　前記蛍光体は、バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約４．０の間である
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チオアルミン酸バリウムである、請求項２または３に記載の積層体。
【請求項５】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約２．２の間である、請求項２
から４の何れか一項に記載の積層体。
【請求項６】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約３．０から約４．０の間である、請求項４
に記載の積層体。
【請求項７】
　前記蛍光体は、バリウムとマグネシウムとの合計に対するマグネシウムの原子濃度の比
が０．００１から０．２であるチオアルミン酸マグネシウムバリウムである、請求項３に
記載の積層体。
【請求項８】
　前記蛍光体は、ＳとＳｅの濃度を合わせた濃度の０．２未満の相対原子濃度の酸素を付
加的に含む、請求項３に記載の積層体。
【請求項９】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、約２０ｎｍから約５０ｎｍ
の厚さを有する、請求項１に記載の積層体。
【請求項１０】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、前記蛍光薄膜構造体に付着
される、請求項１から９の何れか一項に記載の積層体。
【請求項１１】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、真空蒸着法によって堆積さ
れる、請求項１から１０の何れか一項に記載の積層体。
【請求項１２】
　前記真空蒸着法は、スパッタリングである、請求項１１に記載の積層体。
【請求項１３】
　酸化マグネシウムターゲットがスパッタリングで使用される、請求項１２に記載の積層
体。
【請求項１４】
　スパッタリングが低圧酸素含有雰囲気で行われる、請求項１２に記載の積層体。
【請求項１５】
　スパッタリングが低圧アルゴン雰囲気で行われる、請求項１２に記載の積層体。
【請求項１６】
　前記誘電厚膜層は、マグネシウムニオブ酸鉛（ＰＭＮ）またはマグネシウムニオブ酸チ
タン酸鉛（ＰＭＮ－ＰＴ）の底部層と、平滑化層としてのチタン酸ジルコン酸鉛の上部層
とを含む、請求項１から１５の何れか一項に記載の積層体。
【請求項１７】
　前記平滑化層の上部にチタン酸バリウムの層が備えられる、請求項１６に記載の積層体
。
【請求項１８】
　アルミナ及びタンタル酸バリウムの層が、前記チタン酸バリウムの層の上に備えられ、
前記タンタル酸バリウムは、前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に隣
接される、請求項１７に記載の積層体。
【請求項１９】
　前記チタン酸バリウムの層は、約７０ｎｍから約２００ｎｍの厚さを有する、請求項１
７に記載の積層体。
【請求項２０】
　前記タンタル酸バリウムの層は、約３０ｎｍから約７０ｎｍの厚さを有する、請求項１
８に記載の積層体。
【請求項２１】
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　アルミナ、窒化アルミニウム及び窒化シリコンからなる群から選択される層が、前記蛍
光層に接触しない前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の表面に接触し
て備えられる、請求項１から２０の何れか一項に記載の積層体。
【請求項２２】
　第２の酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層が、前記蛍光膜の上部に備え
られる、請求項１から２１の何れか一項に記載の積層体。
【請求項２３】
　希土類で活性化されたチオアルミン酸バリウム蛍光薄膜層と、
　前記蛍光薄膜層の底部に隣接して接触するように設けられた酸化マグネシウム層または
酸化マグネシウム含有層と、
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に近接する誘電厚膜層と、
　を含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子用の蛍光積層体。
【請求項２４】
　蛍光薄膜層と、
　前記蛍光体の底部表面に隣接する酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層と
、
　前記酸化マグネシウムまたは酸化マグネシウム含有層の前記層に近接する誘電厚膜層と
、
　を含む誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２５】
　前記蛍光薄膜層は、ＡＢｘＣ１＋３ｘ／２：ＲＥで表され、
　ここで、Ａは、Ｍｇ、Ｃａ、ＳｒまたはＢａのうちの少なくとも１つであり、
　Ｂは、ＡｌまたはＩｎのうちの少なくとも１つであり、
　Ｃは、ＳまたはＳｅのうちの少なくとも１つであり、
　ｘは、２≦ｘ≦４を満たすことを特徴とする、請求項２４に記載の素子。
【請求項２６】
　前記ＲＥは、Ｅｕ及びＣｅからなる群から選択される１つ又はそれ以上の希土類活性種
である、請求項２５に記載の素子。
【請求項２７】
　前記蛍光体は、バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約４．０の間である
チオアルミン酸バリウムである、請求項２６に記載の素子。
【請求項２８】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約２．０から約２．２の間である、請求項２
６に記載の素子。
【請求項２９】
　前記バリウムに対するアルミニウムの比が約３．０から約４．０の間である、請求項２
６に記載の素子。
【請求項３０】
　前記蛍光体は、バリウムとマグネシウムとの合計に対するマグネシウムの原子濃度の比
が０．００１から０．２であるチオアルミン酸マグネシウムバリウムである、請求項２６
に記載の素子。
【請求項３１】
　前記蛍光体は、結合されたＳとＳｅの濃度の０．２未満の相対原子濃度の酸素を付加的
に含む、請求項２４に記載の素子。
【請求項３２】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、約２０ｎｍから約５０ｎｍ
の厚さを有する、請求項２４から３１の何れか一項に記載の素子。
【請求項３３】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、前記蛍光薄膜構造体に付着
される、請求項２４から３２の何れか一項に記載の素子。
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【請求項３４】
　前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層は、真空蒸着法によって堆積さ
れる、請求項２４から３３の何れか一項に記載の素子。
【請求項３５】
　前記真空蒸着法は、スパッタリングである、請求項３４に記載の素子。
【請求項３６】
　酸化マグネシウムターゲットがスパッタリングで使用される、請求項３５に記載の素子
。
【請求項３７】
　スパッタリングが低圧酸素含有雰囲気で行われる、請求項３６に記載の素子。
【請求項３８】
　スパッタリングが低圧アルゴン雰囲気で行われる、請求項３６に記載の素子。
【請求項３９】
　前記誘電厚膜層は、マグネシウムニオブ酸鉛（ＰＭＮ）またはマグネシウムニオブ酸チ
タン酸鉛（ＰＭＮ－ＰＴ）の底部層と、平滑化層としてのチタン酸ジルコン酸鉛の上部層
とを含む、請求項２４から３８の何れか一項に記載の素子。
【請求項４０】
　前記平滑化層の上部にチタン酸バリウムの層が備えられる、請求項３９に記載の素子。
【請求項４１】
　アルミナ及びタンタル酸バリウムの層が、前記チタン酸バリウムの層の上に備えられ、
前記タンタル酸バリウムは、前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層に隣
接される、請求項４０に記載の素子。
【請求項４２】
　前記チタン酸バリウムの層は、約７０ｎｍから約２００ｎｍの厚さを有する、請求項４
０に記載の素子。
【請求項４３】
　前記タンタル酸バリウムの層は、約３０ｎｍから約７０ｎｍの厚さを有する、請求項４
１に記載の素子。
【請求項４４】
　アルミナ、窒化アルミニウム及び窒化シリコンからなる群から選択される層が、前記蛍
光層に接触しない前記酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層の表面に接触し
て備えられる、請求項２４に記載の素子。
【請求項４５】
　第２の酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層が、前記蛍光膜の上部に備え
られる、請求項２４に記載の素子。
【請求項４６】
　誘電厚膜エレクトロルミネッセンス素子における、希土類活性種がドーピングされたア
ルカリ土類チオアルミン酸蛍光体の輝度及び動作寿命を改善する方法であって、前記素子
内に請求項１から２３の何れか一項に記載の積層体を提供することを含む方法。



(19) JP 2008-536969 A 2008.9.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2008-536969 A 2008.9.11

10

20

30

40



(21) JP 2008-536969 A 2008.9.11

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100110364
            弁理士　実広　信哉
(72)発明者  吉田　功
            茨城県つくば市春日２丁目３３－１４
(72)発明者  浜田　弘喜
            大阪府枚方市池之宮２丁目２２－１
(72)発明者  ジョー・アッキオン
            カナダ・オンタリオ・Ｌ７Ｋ・１Ｚ９・カルドン・ヒート・レイク・ロード・ＲＲ１・１９５１８
(72)発明者  ヨンバオ・シン
            カナダ・オンタリオ・Ｌ５Ｍ・５Ｍ６・ミッシソーガ・ローズウェイ・ドライヴ・１５２６
(72)発明者  サン・ユ
            カナダ・オンタリオ・Ｌ６Ｓ・４Ｈ９・ブランプトン・ハノーヴァー・ロード・８１３－２
Ｆターム(参考) 3K107 AA07  AA09  BB01  CC02  CC21  DD55  DD56  DD95  DD99  FF14 
　　　　 　　        FF15  GG05  GG28 
　　　　 　　  4H001 CA04  XA12  XA13  XA16  XA20  XA34  XA38  XA49  XA56  YA58 
　　　　 　　        YA63 



专利名称(译) 含氧化镁的阻挡层，用于介电厚膜电致发光显示器

公开(公告)号 JP2008536969A 公开(公告)日 2008-09-11

申请号 JP2008505703 申请日 2006-04-13

[标]申请(专利权)人(译) 伊菲雷技术公司
三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) 眼消防科技公司
三洋电机株式会社

[标]发明人 吉田功
浜田弘喜
ジョーアッキオン
ヨンバオシン
サンユ

发明人 吉田 功
浜田 弘喜
ジョー·アッキオン
ヨンバオ·シン
サン·ユ

IPC分类号 C09K11/00 C09K11/64 C09K11/88 H05B33/22 H05B33/14

CPC分类号 H05B33/14 C09K11/7734 H05B33/22

FI分类号 C09K11/00.F C09K11/64.CPC C09K11/88 H05B33/22.Z H05B33/14.Z

F-TERM分类号 3K107/AA07 3K107/AA09 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC21 3K107/DD55 3K107/DD56 3K107
/DD95 3K107/DD99 3K107/FF14 3K107/FF15 3K107/GG05 3K107/GG28 4H001/CA04 4H001/XA12 
4H001/XA13 4H001/XA16 4H001/XA20 4H001/XA34 4H001/XA38 4H001/XA49 4H001/XA56 4H001
/YA58 4H001/YA63

代理人(译) 渡边 隆
村山彦

优先权 60/671460 2005-04-15 US

其他公开文献 JP5355076B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种用于改善介电厚膜AC电致发光显示器中使用的硫代铝酸盐基磷光体的操作稳定性的新型层压板。该新颖结构包括稀土
活化的碱土硫代铝酸盐磷光体薄膜层和氧化镁层或含氧化镁层，其设置成与磷光体薄膜层的底部相邻接触包括门。本发明适用于使
用暴露于高加工温度的介电厚膜层的电致发光显示器中使用的磷光体，特别是形成和激活荧光薄膜层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5d9377f4-219d-401e-834a-09193c7cd5e7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037086579/publication/JP2008536969A?q=JP2008536969A



